
Fig. 1. Etching rate of SiO films at each 
position shown in inserted figure. 
 

Table. 1. Roughness on SUS and Al 
substrate before/after plasma cleaning. 
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１．概要（Summary） 

弊社で開発中の真空成膜装置におけるSiO膜のドライ

クリーニング処理方法検討のため、平行平板型 PECVD
装置とリモートプラズマソースを用いた方法で、チャンバ

ー内部のドライクリーニングに最適な処理方法について

検討を行った。 
CDE 装置において、クリーニングガス使用時のプラズ

マの広がり調査とチャンバー材表面へのダメージ評価に

関して調査を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
 実験は、広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所

に置かれているプラズマ CVD 装置を用いて行った。クリ

ーニング条件は全て、NF3=50sccm, 0.7Torr, 100W,  
5min の放電条件で行っている。 
 プラズマの広がり調査として、サンプルには弊社成膜装

置で成膜した SiO 膜を使用した。サンプルは Fig.1 挿入

図に示すように、プラズマ CVD 装置の上部電極中央部、

ステージ中央と端部とその間、チャンバー側壁に設置し、

それぞれのエッチングレートの調査を行った。 
 チャンバー材表面へのダメージ評価として、SUS と Al
基板をプラズマに晒し、レーザー顕微鏡を用いて、処理

前後の表面粗さを比較し、表面形状の変化を調査した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 Fig. 1に SiO膜のエッチングレートと位置の依存性を示

す。エッチングレートはステージ中央のサンプルのエッチ

ングレートを 1 として示している。 
 この結果から、ステージ中央と上部電極部ではエッチン

グレートに差は見られなかったが、端部に向かうほどレー

トは下がっており、側壁部ではほとんどエッチングされな

いという結果になった。 
 Table. 1 は Al と SUS 基板のプラズマ処理前の表面粗

さを 1 とした時のプラズマ処理前後の表面粗さを示してい

る。この結果から両基板とも表面への有意な影響は見られ

ていない。 
 これらの結果から、側壁のクリーニングのためには、

PECVD 装置だけではなく、何らかのラジカルを生成また

は輸送する手段が必要であることがわかった。チャンバー

材質への影響については、影響は確認できていない。 

 

 
 
 SUS_Ra [a.u.] Al_Ra [a.u.] 
Before 1.00 1.00 
After 1.01 1.00 

 
 
４．その他・特記事項（Others） 
 本試験により得られた結果から、弊社成膜装置のドライ

クリーニング方法について検討を行う。 
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